
   

 

F O R M A T  

E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMATII PERSONALE 
 

Nume  BREZEANU GHEORGHE 

Adresa  Bucuresti, sector 6,  

Nationalitate  Romana 
 

Data nasterii  29 octombrie 1948 
 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
  

• Perioada   1972 - 2009 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  BUCURESTI,  FACULTATEA DE ELECTRONICA 

TELECOMUNICATII  SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, SECTOR  6  , SPLAIUL 

INDEPENDENTEI 313 
• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 

 Activitate universitara de invatamant si cercetare 

• Functia sau postul ocupat  Profesor universitar 
• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

           Activitate didactica : 

profesor la urmatoarele discipline: 
 Dispozitive electronice 
 Circuite Electronice Fundamentale 
 Contactul Metal Semiconductor in Microelectronica  
 Circuite Integrate de Joasa Tensiune si Mica Putere 
 Circuite microelectronice si nanoelectronice 

        Conducere doctorate 
 

 specialitatea Inginerie in electronica si telecomunicatii din 

1994. 

 13 doctoranzi si 6 programe de doctorat finalizate. 

 
Activitate stiintifica 

     4  carti; 

   12  manuale universitare; 

     2  capitole in cărţi publicate la edituri din străinătate 

   66  lucrari publicate in reviste de specialitate (36 cotate ISI);  

 113 comunicari publicate volumele conferintelor din care 77 la 

conferinte internationale cotate ISI; 

   22 comunicari stiintifice prezentate la conferinte (nepublicate); 

     4 brevete de inventie. 

   13 lucrari invitate 

   22 contracte /proiecte  ( director de proiect) din care  4 

internationale 

            Activitate  de cercetare  in domeniile :  

 Dispozitive de microunde: teorie, modelare, tehnologie; 

 Contactul metal-semiconductor pentru dispozitive  

semiconductoare si circuite integrate: analiza microscopica, 



   

caracterizare electrica, modelare,   tehnologie; 

 Diode Schottky: proiectare, caracterizare,  modelare, noi 

tehnologii  de fabricatie; 

 Dispozitive de putere pe carbura de siliciu si diamant: 

modelare, simulare, proiectare si caracterizare. 
           Functii de conducere:   

 Secretar Stiintific al Facultatii Electronica si Tc. din 1996 (ales in  

4 legislaturi) 

 Adjunct Sef de Catedra DCAE  1992- 2008 ( ales  in 4 legislaturi ) 

 
           Experienta ca expert /evaluator  

 Director la programul national   MATNANTECH – Subprogramul 7 

– Micro, nanoelectronica si optoelectronica din 2001 

 Expert evaluator/Monitor  la programele: ORIZONT, 

MATNANTECH, RELANSIN, CNCSIS, CEEX din 1996 

 Membru  in comisia de Stiinte ingineresti a CNCSIS  din 2005 

 Vice-technical chair  la International Semiconductor Conference  

din 2005 

 
    

• Numele si adresa angajatorului   

• Tipul activitatii sau Sector de 

activitate 

  

• Functia sau postul ocupat   
 

 

• Principalele activitati si 

responsabilitati 

 

  

   
 

 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada     1967-1972 

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala 

 UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  BUCURESTI,  FACULTATEA DE ELECTRONICA 

TELECOMUNICATII  

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

 Inginerie in electronica si telecomunicatii 

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta  Inginer 

• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant 

 Invatamant superior 

 

• Perioada    1976-1981  

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala 

 UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  BUCURESTI,  FACULTATEA DE ELECTRONICA 

TELECOMUNICATII   

 

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

 Inginerie in electronica si telecomunicatii  

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta  Doctor -Inginer  

• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant 

 Invatamant superior  

 

• Perioada     



   

• Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala  

  

• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

  

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta   

• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

PROFESIONALE 
Dobandite in cursul vietii si carierei 

dar care nu sunt recunoscute 

neaparat printr-un certificate sau o 

diploma. 

 

LIMBA MATERNA  Romana 

 

Engleza   Spaniola 
 

   

• abilitatea de a citi   Foarte bine 

• abilitatea de a scrie   Bine 

• abilitatea de a vorbi   BINE 
 

 

   

• abilitatea de a citi  Foarte bine 

• abilitatea de a scrie  bine 

• abilitatea de a vorbi  bine 
 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE  

 Competente sociale :  

 Cooperant,cu multi prieteni; 

 Simtul umorului dezvoltat, antrenant la intruniri colegiale, prietenesti 

 

  

 
 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 



   

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

 

 Competente organizatorice:  

 

 Organizarea simpozionului  stiintific al programului MATNANTECH, 

ce a avut 13 editii; 

  Initierea si supervizarea  de sectiuni speciale pentru tineri la 

conferinta CAS si simpozionul MATNANTECH; 

 Crearea si conducerea laboratorului de  Dispozitive pe SiC; 

 Organizarea concursul profesional pentru studenti Tudor 

Tanasescu     ( ultimele 10 editii );  

  Conducerea si indrumarea multor  studenti la proiecte de diploma 

si programe doctorat. 
 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 

 

 Competente:  

Nanoelectronica, Microelectronica:  

 strategie, invatare-dezvoltare; 

 simulare, modelare, caracterizare si testare; 

 supervizare, evaluare, monitorizare 

 referent stiintific la revistele de prestigiu IEEE Transactions on 

Electron Devices, IEEE Electron Devices Letters si Solid State 
Electronics 

 

                                                                      Produse si tehnologii:  

 Dispozitive  pe carbura de siliciu si diamant fabricate , pentru 

prima oara in Romania 

 Tehnologii   pentru dispozitive pe carbura de siliciu si 

diamant 

 Tehnologii  pentru dispozitive unipolare  pe Siliciu 

 Sistem  de masura si achizitie de date pentru dispozitive de 

putere 

 Sistem  de masura contactelor ohmice 

 
Modele fizice 

 Terminatia cu profil rampa de oxid pentru dispozitive 

de putere 

 Modele pentru dispozitive pe semiconductori de 

banda larga 

 Modele pentru dispozitive avansate pe siliciu 
 

 

   

              
ALTE APTITUDINI SI 

COMPETENTE 

  

 

PERMIS DE CONDUCERE    Categoria B din 1982 
 

 

 

 

 

 

 



   

MONOGRAPHIES - UNIVERSITY BOOKS 

 

1. D. Dasc`lu, M. Profirescu, G. Brezeanu, I. Costea, E. Sofron, M. Ionescu, Gh. }tefan 

- "Circuite Electronice - Culegere de probleme", Litografia I.P. Bucure]ti, 1980. 

2. D. Dasc`lu, Gh. }tefan, G. Brezeanu, A. Rusu, M. Profirescu, E. Sofron, D. Steriu,      

M. Ionescu, R. Dragomir, M. Bodea - "Dispozitive si Circuite Electronice - Probleme", Editura 

didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1982. 

3. D. Steriu, G. Brezeanu, E. Olteanu, M. Profirescu, E. Sofron - "Dispozitive si 

Circuite Electronice - {ndrumar de laborator", Litografia I.P. Bucure]ti, 1983. 

4. M. Dr`g`nescu, D. Dasc`lu, G. Brezeanu (editori) - “Microelectronica”,  Editura 

Academiei Rom@ne, Bucuresti, 1987. 

5. D. Dasc`lu, G. Brezeanu, P. A. Dan - "Contactul metal-semiconductor [n 

microelectronic`", monografie, Ed. Academiei Rom@ne, Bucure]ti, 1988. 

6. A. Rusu, Gh. }tefan, G. Brezeanu - "Dispozitive si Circuite Electronice - Culegere de 

probleme pentru proiectare", edi\ia I, Litografia I.P. Bucure]ti, 1988. 

7. D. Steriu, T. Tebeanu, G. Brezeanu, N. S`ndulescu - "Electronic` - {ndrumar de 

laborator", Litografia Institutului de Subingineri, Pite]ti, 1988. 

8. M. Bodea, A Silard, P.A. Dan, M. Udrea, E. Popa, R. Dragomir, G. Brezeanu - 

"Diode ]i Tiristoare", Editura Tehnic`, Bucure]ti, 1989. 

9. D. Steriu, G. Brezeanu, E. Olteanu, M. Profirescu, E. Sofron - "Dispozitive si 

Circuite Electronice - {ndrumar de laborator", edi\ia a II-a, Litografia I.P. Bucure]ti,1990. 

10. A. Rusu, Gh. }tefan, G. Brezeanu - "Dispozitive si Circuite Electronice - Culegere 

de probleme pentru proiectare", edi\ia a II-a, Litografia I.P. Bucure]ti, 1991. 

11. G. Brezeanu - "Dispozitive si Circuite Electronice –indrumar de laborator", partea 

a II-a, Litografia I.P. Bucure]ti, 1992. 

12. D. Dascalu, G. Brezeanu (editori) - “Noi cercetari in  Microelectronica”,  Editura 

Academiei Romane, Bucuresti, 1994 (ISBN 973-27-0489-6/8) 

13. G. Brezeanu, "Circuite electronice", Editura Albastra, Cluj-Napoca, editia I – 

1999, editia II – 2001 (ISBN 973-9443-02-8). 

14. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Draghici, “Probleme de Dispozitive si Circuite 

Electronice”, Editura IT GRUP, Bucuresti, editia I – 2002, editia II – 2004, editia III- 2006 

(ISBN 973-85715-2-9). 

15. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Draghici, “Circuite electronice fundamentale - 

probleme”, Editura ALL BECK, Bucuresti, editia I – 2005 (ISBN 973-655-758-8). 

16. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Draghici, “Circuite electronice fundamentale - 

probleme”, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, editia II–2008 (ISBN 978-973-7881-39-7). 

 

 

 

Capitole in cărţi publicate la edituri din străinătate 

 

1. G. Brezeanu, “New Terminations for Planar Schottky Structures (PSS)”, in 

Frontiers in Nanoscale Science of Micron/Submicron Devices (NATO advanced study 

),Kluwer Academic Publishers, Kiev, Ukraine, Aug.1996, pp. 375-385. (ISBN 0-7923-4301-8). 



   

2. M. Badila, G. Brezeanu, F. Mitu, "Schottky Oxide Ramp Diodes", in the  Wiley 

Encyclopedia of  Electrical and Electronics Engineering, vol. 18, Wiley Interscience 

Publication ( John Wiley & Sons, Inc) , New York, SUA, 1999, pp.710-718 (ISBN 0-471-

13946-7). 

 

PAPERS IN  PERIODICALS 

ISI Journals 

1. .D. Dasc`lu, G. Brezeanu - " Theory of VHF detection and frequency multiplication 

with space charge-limited current ( SCLC ) silicon diodes", Solid State Electronics, vol. 18, 

1975, pp. 437-448. 

2. D. Dasc`lu, G. Brezeanu, P.A. Dan - "Effect of Si dissolution and recrystallization 

upon ohmic Al/p-Si contacts", Applied Physics Letters, vol. 37, 1980, pp. 215-217.   

3. D. Dasc`lu, P.A. Dan, G. Brezeanu, C. Dima - "Modelling electrical behaviour of 

non-uniform Al/Si Schottky diodes", Solid State Electronics, vol. 24, pp. 897-904, 1981. 

4. G. Brezeanu, P.A. Dan, D. Dasc`lu, Al. Popa - "Structure of chemically, deposited 

Ni/Si contacts", Journal of Electrochemical Society, vol. 130, 1983, pp. 2472 - 2477. 

5. D. Dasc`lu, G. Brezeanu,  P.A. Dan, M. Suciu - "Charges in breakdown 

characteristics of planar Al/n-Si Schottky diodes during the postmetallization heat treatment", 

Solid State Electronics, vol. 27, 1984, pp. 359 - 365. 

6. G. Brezeanu, C. C`buz, D. Dasc`lu,  P.A. Dan - "A computer method of calculations 

for the caracterization of layer ohmic surface contacts", Solid State Electronics, vol. 30, 1987,        

pp. 527 - 532. 

7. G. Brezeanu, D. Dasc`lu,  P.A. Dan, S. Negru, V. Tr`istaru -"Changes in electrical 

characteristics of Al - Ti contacts on silicon", Microelectronics and Reliability, vol. 28,             

pp. 205-211. 

8. G. Brezeanu, P. A. Dan, “ Modelling  of Gradual Interface Intimate Silicide/Si 

Schottky  Contacts “ , Solid State Electronics , vol. 34, 1991,  pp. 95 - 105 

9. M. Badila and G. Brezeanu, “Double Epitaxial Layer Power Schottky Diodes 

with End in Ramp Oxide Technique”, Microelectronics Journal, vol. 27, 1996, pp. 

67-72. 

10. J. Fernandez, P. Godignon, S. Berberich, J. Rebollo, G. Brezeanu, J. 

Millan, “High Frequency Electrical Characteristics and Modelling of p-Type 6H-

Silicon Carbide MOS Structure”, Solid State Electronics, vol. 39, 1996, pp. 1359-
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